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A multicolor sensor with a plurality of diode 
functions comprising a succession of layers with 
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© Mehrfarbensensor 

© Die Erfindung betrifft einen Mehrfarbensensor mit ei- 
ner Mehrzah! von Diodenfunktionen enthaltender Schich- 
tenfolge mit p- und n-dotierten Schichten. Dabei sind ent- 
weder die innenliegenden p- und n-dotierten Halbleiter- 
schichten zur Kontaktschichtbildung mikrokristallin aus- 
gebildet oder leitfahige transparente Kontaktschichten 
eingebaut. Dabei konnen pin-, nip-, npin- und/oder pnip- 
Strukturen zut Bildung der Diodenfunktionen vorgesehen 
sein. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft einen Mehrfarbensensor geinafi 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Als Stand der Technik sind Zwei-Terminalbauelemente 
bekannt. Diese optoelektxonischen Bauelemente enthalten 
dazu zwei Kontakte (Terminals) mit einer zwischenliegen- 
den p-n-Halbleiterstruktur zur Ausbildung eines Photo- 
strorns bei Lichteinfall. Nachteilig muB die Spannung ge- 
schaltet werden, so daB das Rot-Griin-Blau(RGB)- Signal 
zeitlich nur sequentiell ermittelt werden kann. 

Einerseits ist in diesem Zusammenhang eine nipin- 
Schichtstruktur als photoempfindliches elektrisches Bauele- 
ment mit zwei aussenliegenden Kontakten auf der Basis von 
amorphem Siliziuni bereits aus US-Patent 53 11 047 be- 
kannt. Andererseits wurde in DE 196 13 820.5-33 eine 
piiin-Struktur als photoempfindliches elektrisches Bau ele- 
ment mit zwei aussenliegenden Kontakten auf der Basis von 
amorphem Siliziuni vorgeschlagen. 

Desweileren sind aus DE 195 12 493A1 . und 
US 4,820,915 Mehrfarbensensoren mit. pin-St.ru kturen auf 
der Basis von amorphem Siliziuni bekannt.. 

Zudemsind als Stand der Technik Drei-Terminalbauele- 
mcnt.e bekannt. Erste Vorschlage zur Bildung einer pin/ 
TCO/nipin-Sl.ruklur als Drei-Terminal bauelement wurdcn 
in M. Topic, F. Sruole, J. Furlan, W. Kusian, J. of Non-Cryst. ' 
Solids 198 -299 (1996) 1 1 80-1184 bereits publiziert. Auch 
hier iuliB jedoch nachteilig die Spannung sequentiell ge- 
sc halt el werden. 

SehlieBlieh sind sogenannte Charge Coupled Devices 
(CCD) bekannt, bei denen jedoch nachteilig der Farb-Moi- 
rec-Effekt die digitale Signal auf nahme erschwert. 

Bei den genannten St.rukl.uren zur Bildung solcher Zwei- 
oder Drci-Terniinalbaiielemente kann die Absorbersehicht 
der einzelnen Diode in Abhangigkeil. der zu beabsichtigten 
Farbscparation entsprechend eingest.ellt werden. 

Die bisher bekannten vertikal integrierten Farbdetektoren 
basieren darauf, daB sequentiell die am Detektor anliegende 
Spannung gewechselt. werden muB, urn die komplette Farb- 
in formation zu erhallen. Hierzu sind wenigstens drei oder 
sogar mehr Schaltspannungen erforderlich. 

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung einen Mehrfarben- 
sensor in Dunnschichttechnologie zu schaffen, wobei ein se- 
quentieller Wechsel der am Detektor anliegenden Spannung 
zur Erhaltung der vollstandigen Farb information nicht erfor- 
derlich ist. 

Die Aufgabe wird gelost durch einen Mehrfarbensensor 
gemaB der Gesamtheit der Merkmale nach Anspruch 1. 
Weitere zweckmaBige oder vorteilhafte Ausfiihrungsformen 
finden sich in den auf diesen Anspruch rtickbezogenen Un- 
teranspruchen. 

Die Aufgabe wird erfindungsmaBig so gelost, daB ein 
Bauelement aus einer Mehrzahl, vorzugs weise drei Stuck, 
von schichtformig gebildeten Diodenfunktionen, beispieis- 
weise pin-, nip-, npin- und/oder pnip-Diodenfunktionen ge- 
bildet wird, die senkrecht zur Lichteinfallsrichtung angeord- 
net und miteinander verbunden sind. 

Im einzelnen handelt es sich beim erfindungsgemaBen 
Bauelement vor allem um ein solches auf der Basis von 
amorphem Silizium und dessenLegierungen, mikrokristalli- 
nem Silizium und dessen Legierungen sowie u. U. transpa- 
renten leitfahigen Kontaktschichten. Die erfindungsgemaBe 
Schichtenfolge sowie das erfindungsgemaBe Bauelement er- 
moglichen ein gleichzeitiges (paralieles) Auslesen der Pho- 
tos trome der vertikal integrierten Dioden, so daB an ein und 
demselben Ort. (in einer Array-Anordnung als Pixel bezeich- 
net.) mehrere Farbsignale gleichzeitig, beispielsweise als 
vollstandiges Rot.-Blau-Grun(RGB)-Signal det.ekt.iert. wer- 



den konnen. Die spektrale Empfindlichkeit dieses Bauele- 
ments kann durch ein geeignetes Eiesign der einzelnen Dio- 
denfunktionen durch Einstellen bestimmter Parameter wie 
zum Beispiel der jeweiligen Schichtdicke, vom femen ultra- 
5 violetten bis zum nahen infraroten Bereich eingestellt wer- 
den. 

Die Erfindung basiert darauf, ein Bauelement zu entwik- 
keln, daB durch eine dreidimensionale Integration eine ver- 
tikale Farbdetektion erlaubt, wobei die komplette Farbinfor- 
10 mation je Pixel parallel auslesbar ist. Da die in Lichteinfalls- 
richtung vorgeschalteten Diodenfunktionen den darunter 
liegenden Diodenfunktionen als Absorber dienen, erubrigt 
sich in vorteilhafter Weise der Einsatz weiterer optischer 
Filter. 

15 Zur Realisierung von beispielsweise einem erfindungsge- 
maBen 4-Terminal-Bauelement muB die optische Absorp- 
tion der einzelnen Dioden mit zunehmender Eindringtiefe 
und Welle nlange der Photonen des eingestrahiten Lichtes 
zunehrnen. Das Det.ektionskonzept basiert darauf, daB in der 

2t) ersten Diode das kurzwellige Licht (z. B. blaues Lieht.) und 
in der hinteren Diode langwelliges Licht. absorbiert wird, 
dies gilt unabhangig von der gewahlten Schichtstruktur der 
Einzeldioden (z. B. nip, nipin, npin, pinip, pnip, oder pin). 
Durch die Berucksichtigung von npin- oder pnip-Dioden- 

25 sirukluren kann auf beiden Seiten einer transparenten Kon- 
laklschicht . jeweils eine dotierte Halbleiterschicht, insbeson- 
dere als p-dotierte oder n-dotierte Schicht angeordnet sein. 
So mit wird Liber die leitfahige Kontaktschicht. die vorzugs- 
weise als TCO- Schicht gebildet ist, nur cine Ladungstrager- 

:f) sorte injizieri. oder eingesamruelt werden, da am folgenden 
p/n- oder n/p-T let eroii berg ang der Ladungslragerwechsel 
st alt tin del. 

Durch den Ubergang von einem Zwei -Terminal zu einem 
Vier- Terminal- Bauelement konnen alle drei RGB-Signale 
35 gleichzeitig - und da mil. nicht sequentiell - ausgelesen wer- 
den. 

Der erhndungsgemaBe Mehrfachsensor und das erlin- 
» dungsgemaBe Bauelement weisen den Vorteil auf, daB durch 
die vertikale Integration des Bauelements bei gleichzeitiger 

4i) Detektion des aufzunehmenden Signals (zur Detektion von 
z. B. der Farb en Blau, Grun und Rot) der Farb-Moiree-Ef- 
fekt vennieden wird (wie bei Verwendung von CCD-Karne- 
ras durch die Verwendung von raumlich angeordneten Farb- 
fiitem iiblich). Zudem kann dabei in vorteilhafter Weise mit 

45 Hilfe einer sogenannten One-shot-Aufnahme ein hinsicht- 
lich der Farberfassung vollstandiges Signal zur digitalen 
Bildverarbeitung zur Verfiigung gestellt werden. 

Die Erfindung ist im weiteren an Hand von Figuren und 
Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigt: 

50 Fig. 1 : Schematische Darstellung eines vertikal integrier- 
ten erfindungsgemaBen Farbdetektors aus amorphem oder 
mikrokristallinem Silizium mit 3 Diodenfunktionen, bei 
dem die Grundfarben Blau, Grim und Rot parallel auslesbar 
sind; 

55 Fig. 2: Relative spektrale Empfindlichkeit eines erfin- 
dungsgemaBen 4-Terminal-B auelements ; 

Fig. 3: Defektdichte Nq als Funktion des optischen Band- 
abstandes fur a-Si^Ge* : H; In der Einfiigung ist der opti- 
sche Bandabstand als Funktion des Ge-Gehaltes im Material 
60 dargestellt; 

Fig. 4: Photo- (AM 1.5) und Dunkelleitfahigkeit als 
Funktion des optischen Bandabstandes fur a-Sii_ x Ge x : H; 

Fig. 5: Ambipolare Diffusionslange L^bi als Funktion 
des optischen Bandabstandes fur a-Sii_ x Ge x : H, zum Ver- 
65 gleich mit Werten aus der Literatur [W. Luft, Y. S. Tsuo in: 
Hydrogenated Amorphous Silicon Alloy deposition proces- 
ses, Marcel Decker Inc., New York, Basel, Hong Kong, 
13), A G. H Bauer, C. R.Nebel and H.-D. Mohring, Mat! 
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Res. Soc. Symp. Proc. 118, 679 (1988), L. Yang, L. Chen, A. 
Catalano, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 219, 259 (1991)]; 

Fig, 6: Photoleitfahigkeit als Funktion des optischen 
Bandgaps fur a-SiC : H, hergestellt aus einem Silan/Me- 
than-Gemisch, mit und ohne Was sers toff verdiinnung 
(Kreise aus J. Folsch, Dissertation, Universitat Stuttgart 
•1995, in: Berichte des Forschungszentrums Julich, Jul-3147 
(1995), und Quadrate aus A. Matsuda,.K. Tanaka, J. Appl. 
Phys. 67, 7065 (1990)); 

Fig, 7: Schematischer Aufbau eines erfindungsgemaBen 
4-Terminal-Bauelements auf der Basis einer pinipin-Struk- 
tur mit mikrokristallinen Kontaktschichten; 

Fig. 8a: Draufsicht eines schematischen Aufbaus einer in- 
vertiert ausgebildeten erfindungsgemaBen Detektorstruktur 
eines 4-Terminal-Bauelements; 

Fig. 8b: Schnitt durch einen schematischen Aufbau einer 
invertiert ausgebildeten erfindungsgemaBen Detektorstruk- 
tur eines 4-Terminal-Bauelements; 

Fig. 9: Schematische Darsiellung eines erfindungsgema- 
Ben 2D-Arrays mit Hilfe von aus den Fig. Sa, 8b entnehm- 
baren, jeweiligen 4-Terminalbauelementen zur gleichzeiti- 
gen Generation eines RGB-Signals; 

Ausfuhrungsbeispiel 

In der Fig. 1 isl die schematische Durslellung eines verti- 
kal integricrten Farbdelekiors aus amorphem oder mikrokri- 
stallinem Silizium mil drci Diodcn gezeigt, bei dem die 
Grundfarben (Blau. (jriin. Rot) parallel ausgeiesen vverden 
konnen. 

Der in der Fig. 1 gezeigic schematische Aufbau der erfin- 
dungsgemaBen Detektorstruktur besleht. dabei aus drei Di- 
oden zur Erz.eugung eines RGB-Signals, die auf einem Glas- 
substrat. hergestellt. wurden. Auf dem transparent en Fronl- 
kontakt;, der z. B. rnittels einer ZnO-. Sn02- oder ITO- 
Schicht reaLisierl vverden kann, wird eine erste Detektor- 
struktur (Top-Diode) abgeschieden, welche blaues Licht ab- 
sorb iert. AnschlieBend erfolgt das Aufbringen eines weite- 
ren transparenten Kontaktes (z. B. ZnO-, Snp2- oder ITO- 
Schicht), auf dem ebenfalls eine farbselekti ve Diode 
(Middle-Diode) abgeschieden wird. Die Diode detektiert. 
griines Licht. Diese Anordnung wieder holt sic h fur die dritte 
Diode (Bottom-Diode), die das langweilige Licht des Spek- 
trums (Rot) absorbiert. 

In der Fig. 2 ist die spektrale Empfindlichkeit. eines 4-Ter- 
minal-Bauelements in einer pin/nip/pin- Anordnung mit der 
maximaien spektraien Empfindlichkeit der Topdiode bei 
450 nm, der Middlediode bei 565 nm und der Bottomdiode 
bei 640 nm dargestellt. 

Fur den Fall, daB mehr als drei Dioden realisiert werden, 
kann sich dieser Vorgang entsprechend wiederholen. Abge- 
schlossen wird das Detektorsystem durch einen Ruckkon- 
takt. Die Strukturierung der Multischicht-Struktur kann bei- 
spielsweise rnittels Standardphotolithographie und reakti- 
vem Ionenatzen erfolgen. 

Dabei konnen die einzelnen Dioden von der Lichtsein- 
failsrichtung zum Riickkontakt in einer beliebigen Kombi- 
nation der Einzeldioden angeordnet werden. Beispielsweise 
lassen sich fur ein 4-Terminaibauelement zum Beispiel die 
Schichtaufbauten nip/nip/nip, pin/pin/pin, pin/nip/pin, nip/ 
pin/nip oder eine andere Kombination aus pin/npin/npin/ 
oder pin/npin/nip usw. realisieren. 

Die spektrale Empfindlichkeit der einzelnen Dioden kann 
durch die Verwendung von Material mit unterschiedlichem 
Bandgap, Verwendung eines entsprechenden Bandlucken- 
designs der Absorberschichten (beispielsweise u-form, v- 
form Gradierung der Bandlucke innerhalb der Absorber- 
schicht wie zum Beispiel a-Si x Ge x H, Wassersroffkonzen- 
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tration oder der Einsatz von eiriem Buffer, Variation der ein- 
zelnen Schichdangen der aktiven Absorberschichten als 
auch der nicht akdven Kontaktschichten (n- und p-Schich- 
ten)) entsprechend den Anforderungen angepaBt werden. 
. Basierend auf den vorangenannten Optimierungskriterien 
konnen die Absorberschichten der einzelnen Dioden so ge- 
wahlt sein, daB das Produkt aus Schichtdicke und Weilen- 
lange mit ansteigender Wellenlange- von der Lichteinfalis- 
richtung bis zum Riickkontakt in der jeweiligen aufeinan- 
derfolgenden Schicht zunehmend ausgebildet ist. 

Die optoelektronischen Eigenschaften der erfindungsge- 
maBen Schichtenfolge, des Sensors bzw. des Bauelements 
lassen sich durch folgende MaBnahmen verandern: 

a) Einbau von Germanium oder KohlenstofT in das 
amorphe Siliziumnetzwerk (a-SiGe : H, a-Si(G) : H); 

b) Zugabe von Wasserstoff bzw. Variation der Wasser- 
stoffkonzentration bei den ProzeBgasen sowohl fur a- 
Si : H als auch fiir dessen Legierungen (Punkt a); 

c) Einbau von mikrokristallinen Schichten auf der Ba- 
sis von Silizium und Germanium; 

d) Einbau von Sc hie hi en mit holier Was sers I off ver- 
diinnung und niedriser Abscheideiemperalur (Ts = 
120-160°C). • 

Zum EinHuB der T Tersiellungsbedinguhgen auf die Trans- 
porteigenschaften von a-Si : H basierenden Legierungen im* 
Rahmen der Erfindung wird folgencles ausgefuhrl: 

Bei amorphem Silizium (a-Si : H) lassen sich die opto- 
elektronischen Eigenschaften durch Variation der TTcrslel- 
lungsbedingungen beeinflussen. Beispielsweise kann die- 
Mai erialqu a litat durch Variation des Depositionsdrucks, der 
Temperatur, der zugefiihrten elektrischen Lei stung oder 
durch geeigneie Beigabe von zusatzlichen ProzeBgasen (wie. 
zum Beispiel Wasserstoff, Helium. Argon oder Fluor) bei 
der Schicht-Deposition verandern. Dies bedeutet, daB die" 
Ladungstrager-Transporteigenschaften (d. h. das Produkt: 
aus Ladungstrager-Lebensdauer und Ladungstrager-Beweg- 
Uchkeit sowie die ambipolare Dilfusionslange) iiber einen; 
gewissen Bereich gezielt. eingestellt werden konnen. 

Bei den Legierungen des amorphen Siliziurns, wie z. B. 
den Siiizium-Germaniuni-(a-Sii_ x Ge x : H) und den Sili- 
zium-KohlenstofT-Legierungen (a-Sii_ x C x : H), andem sich 
die Transporteigenschaften zum Teil sehr stark, schon mil: 
der Zusammensetzung der jeweiligen Legierung. Dieses 
Verhalten ist am Beispiel der Silizium-Germanium-Legie- 
rung in den Fig. 3 bis 5 dargestellt. Mit zunehmendern Ger- 
maniumgehalt laBt sich der opdsche Bandabstand kontinu- 
ierlich zwischen Eg » 1,8 eV (a-Si : H) und Eg « 1,0 eV 
(a-Ge : H) einstellen (siehe Einfiigung Fig. 3). Mit zuneh- 
mender Ge-Konzentration steigt die Defektdichte, ermittelt 
mit dem MeBverfahren "Constant Photocurrent Method", 
um bis zu zwei GroBenordnungen an ( Fig. 3, groBes Bild). 
Gleichzeidg verandern sich die Photo- und die Dunkelleitfa- 
higkeit (siehe Fig. 4) sowie die ambipolare Diffusionslange 
(siehe Fig. 5) in Abhangigkeit von der Legierung s zusam- 
mensetzung. 

Die Photoleitfahigkeit ist proportional zum Produkt aus 
Ladungstrager-Lebensdauer x und Beweglichkeit u und 
spiegelt die Transporteigenschaften der Majoritatsladungs- 
trager (hier: Elektronen) wieder. Die ambipolare Diffusions- 
lange beschreibt fur das hier vorliegende Material im.we- 
sentlichen Transporteigenschaften der Minoritatsladungs- 
trager (hier: Locher). 

Dariiber hinaus konnen (wie beim a-Si : H) bei den Silizi- 
umlegierungen durch praparauve MaBnahmen, insbeson- 
dere durch die Zugabe zusatzlicher ProzeBgase wahrend der 
Deposition, die Transpoxtfigenschaften beeinfluRt werden. 
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Als Beispiel ist in Fig. 6 fur das Legierungs system a- 
Sii_xC* : H der EinfluB von Wasserstoffzugabe ("Wasser- 
stoffverdunnung") zu den ProzeBgasen Silan (S'iFU) und 
Methan (CH 4 ) dargestellt. Mit starker Wasserstoffverdiin- 
nung hergestelltes Material zeigt eine wesentlich groBere 
Photoleitfahigkeit und damit hohere Werte fur das -UT-Pro- 
dukt als ohne H2-Zugabe deponiertes Material. Dieser Ef- 
fekt nimmt mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt im Mate- 
rial stark zu. Das Verhaltnis [HJ/flSiHJ + [CH4]) kann da- 
bei Werte von 10 bis 50 annehmen. 

Eine weitere Moglichkeit im Rahmen der Erflndung Ma- 
terial mit groBerem Bandgap und guten optoelektronischen 
Eigenschaften herzustellen, liegt in der Verwendung von ho- 
her WasserstoffverdQnnung (vorzugsweise 4-30fach) und 
einer niedrigen Abscheidet.emperatur (vorzugsweise bei ei- 
ner Temperatur im Bereich von 120°C bis 160°C). Unt.er 
diesen Depositionsbedingungen laBt sich im Rahmen der 
Erflndung eine Bandlucke im Bereich zwischen 1.8 eV und 
1.95 eV einstellen. 

Durch Verwendung von nukrokristallinen Kontaktschich- 
ten (n- und p-Schichten) kann gegebenfalls leilweise odor 
vollstandig auf die TCO-Schichtem zwischen den einzelnen 
Dioden (z. B. pinArCO/pin/TCO/pin) verzichlet werden, da 
sie eine deutlich hohere Leittahigkeil und andererseits eine 
deullich langere Atzrale (z. B. be/., reuktivem [onenalzen) 
als a-Si : TT-Schichlen besitzen. 

, Eine solche erfindungsgemaBe Anorcinung, vvie in* Fig. 7 
als pinipin-Struktur mil mikrokristal linen Konlaktschichtcn 
darg c s t c 1 h ist, I li h rt e be n fa I Is zu c i n e r r 1 1 og li c he n Kon 1 akt i e- 
rung. der einzelnen Dioden. Wie aus der Fig. 7 cninehmbar. 
wurdc die inncnliegende p-Schichl: zur Ausbiklung als in- 
nenliegcnder Kontakt (Terminal) durch geeignete Struktu- 
rierung Veils frciliegcnd ausgebildet um die Konlaktierung 
zu ertnogiichen. Aufgrund der unlerschiedlichen Selektivi- 
tar. von rnikrokrislallinem und amorpheni Siliziuni wahrend 
des Atzprozesses laBt. sich das Dunnfilnibauclenieni. st.rukt.u- 
rieren und so mil. real.isieren. Diese Slrukt.ur biel.el neb en der 
in Fig. 1 vorgeschlagenen Anordnung den VorleiL, daB auf 
die TCO-Schichten verzichtet. und sornit die Anzahl an do- 
tierten Schichten reduziert. werden kann. Dadurch kann eine 
Vereinfachung des Aufbaus erreicht werden. 

Aufwendigere Mehr-Terminal-Strukturen, bei denen 
komplexere Schichtfolgen wie z. B. nipin- oder pinip-Di- 
oden zwischen den transparenten Kontakten eingebettet 
werden, erlauben zwar die Detektion unabhangiger linearer 
spektraler Verlaufe, die fur eine Weiterverarbeitung erfor- 
derlich sind, aber das Bauelement kann nicht parallel ausge- 
lesen werden, es sei denn, man realisiert n > 3 Dioden und 
nutzt die einstellbare spektrale Empfindlichkeit einer Diode 
applikationsspezifisch. Je nach Anwendung laBt sich die 
spektrale Empfindlichkeit entsprechend einstellen. Wahrend 
eines Auslesezyklusses muB jedoch gewahrleistet sein, daB 
man ein RGB-Signal ohne Wechsel der an den Detektor an- 
gelegten Spannung ausgelesen werden kann. 

Als Beispiel ist es vorstellbar, die Middle-Diode eines 
Vier-Terminal-Bauelements als pinip-Struktur zu realisie- 
ren. Diese Stuktur kann dann jeweils anwendungsbezogen 
unter einer positiven oder negativen Spannung ausgelesen 
werden. Der Vorgang des parallelen Auslesens ist hiervon 
nicht betroffen. Eine solche Struktur bietet neben der ein- 
stellbaren grun Empfindlichkeit eine weitere Optimierungs- 
moglichkeit. Durch die zusatzlich eingefugten Schichten er- 
geben sich Freiheitsgrade im Design der Struktur, so daB die 
spektrale Empfindlichkeit mehr an ein Standard RGB-Si- 
gnal angepaBt werden kann. 

Diese Moglichkeiten liegen im Bereich der optischen An- 
passung und der Auskopplung von 
reichen des einf alien den Lichts. 
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Altemativ zu einer erfindungsgemaBen Detektocstruktur, 
welche auf einem Glassubstrat mit einem leitfahigen trans- 
parenten Frontkontakt deponiert werden kann, laBt sich das 
Muldschichtsystem auch auf unterschiedlichen Substraten 
(z. B. Ag, Al, oder einem Siliziumwafer, der z. B. die Aus- 
leseelektronik enthalten kann) invertiert abscheiden. 

Die Fig. 8 zeigt einen moglichen schematische Aufbau ei- 
ner invertiert hergestellten Detektorstruktur in Draufsicht 
(Fig. 8a) und einem Schnitt durch die Multischichtstruktur 
(Fig. 8b). Beispielsweise kann auf einen elektronischen 
Schaltkreis auf der Basis kristallinen Siliziums, der durch ei- 
nen strukturierten Isolator von dem DQnnfilmdetektorsy- 
stem getrennt wird, das Detektorsystem deponiert werden. 
Nach der Strukturierung des amorphen oder mikrokristalli- 
nen Schichtsys terns wird eine weitere Isolationsschicht. 
(Si0 2 , SiN x ) in einem PECVD-ProzeR aufgebracht und 
ebenfalls st.ru kturiert. Die Realisierung der Kontakte zwi- 
schen den einzelnen Detektoren und der Ausleseelektronik 
erfolgt mittels einer MetaUisierung (z. B. Ag), die in einem 
Lift-off ProzeB stru kturiert wird. Neben der Realisierung ei- 
nes einzelnen Deteklors kann auch ein Zeilensensor oder ein 
2-dimensionales Array tnit diesen Baueletvienten realisien 
werden. Die mo g lie he Realisierung eines 2 D- Arrays ist 
schemaiisch'in Fig. 9 dargestellt.. 

Pa I e n I u n sp r Li c h e 

1. Mehrfarbensensor mil. eine Mehrzahl von Dioden- 
funkl.ionen enlhahender Schichlenfolge, wobei diese 
Dioden funktipnen voneinander getrennl sind durch je- 
weils eine leitfahige Kontaktschicht, wobei durch Be- 
rucksichligung eines zusatzlichen n/p- oder p/n-TTele- 
rouberganges nureinc Ladungstragersorle uberden in- 
nenliegenden Kontakt eingesammell oder injiziiert 
wird. 

2. Mehrfarbensensor nach Anspruch 1, gekennzeich- 
net durch pin-, nip-, npin- und/oder pnip-Slrukluren zur 
Bildung der Diodenfunktionen. 

3. Mehrfarbensensor nach Anspruch 1 oder 2, gekenn- 
zeichnet durch vier Konlaktschichten zur Bildung einer 
RGB-Empflndlichkeit. 

4. Mehrfarbensensor nach einem der vorangegange- 
nen Patentansprtiche 1 bis 3 mit eine Mehrzahl von 
Diodenfunktionen enthaltender Schichtenfolge mit p- 
und n-dot.ierten Schichten, wobei die innenliegenden p- 
und n-dotierten Halbleiterschichten zur Kontakt- 
schichtbildung mikrokristallin ausgebildet sind. 

5. Mehrfarbensensor nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB fur den Fail, 
daB innenliegend p- und n-Schichten benachbart ausge- 
bildet sind ohne zwischen diesen beiden liegende i- 
Schicht oder i-Schichten lediglich jeweils eine der bei- 
den p- und n-Schichten mikrokristallin ausgebildet ist. 

6. Bauelement mit einem eine Mehrzahl von Mehrfar- 
bensensoren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che enthaltenden 2D- Array. 

7. CCD enthaltende Videokamera mit einem Bauele- 
ment nach einem der Anspriiche 1 bis 6. 
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